
technische Machbarkeit als Erster
auf Silizium als Halbleitermaterial
und schuf damit eine der wichtigs-
ten Voraussetzungen für die mo-
derne Elektronik“, erklärt Karl-
heinz Loch, der zwischen 1988
und 1998 Fertigungsleiter in
Pretzfeld war. Er hat es sich mit ei-
nigen anderen ehemaligen Mitar-
beitern zur Aufgabe gemacht, die
erfolgreiche Geschichte der
Schloss-Fabrik nicht in Verges-
senheit geraten zu lassen.

Es war ein mutiger Schritt, als
Eberhard Spenke und seine Leute
schon ab 1952 ausgerechnet kom-
plett auf Silizium (Si) statt Germa-
nium (Ge) gesetzt haben. „Si hat
ähnlichen Atombau, gleiche Kris-
tallstruktur, aber stärkere Bin-
dungskräfte.“ Denn zu dieser Zeit
haben andere namhafte Physiker
Si wegen der hohen Leitfähigkeit
des Kristalls gar nicht zu Halblei-
tern, sondern zu den Metallen ge-
zählt, wie Loch weiß. Doch der
Erfolg gab den Pretzfeldern recht:
Heute noch ist Silizium das Mate-
rial für (Leistungs-)Halbleiter
schlechthin. Ob für Bauelemente
verschiedenster Ausführung in
Umrichtern für Drehstrommoto-
ren; ob in Wechselrichtern, die aus
Solar-Gleichstrom netzkonfor-
men Wechselstrom machen; ob in
Geräten, die Drehstrom zur ver-
lustarmen Übertragung per HGÜ
umwandeln und wieder zurück.

Lizenzierter Siemenseffekt

Die Belegschaft um Forscher
Spenke haben aber auch im Kris-
tallbereich Weltbewegendes ge-
leistet. So wurde die Superreini-
gung von Si – auf 108 Si-Atome darf
nur ein Fremdatom kommen – un-
ter anderem per Zonenziehverfah-
ren in Pretzfeld entwickelt. Dieser
sogenannte Siemenseffekt wurde
1957 lizenziert. Heute noch wer-
den zigtausend Tonnen Halbleiter-
Si damit produziert. Oder das „tie-
gelfreie Zonenschmelzen“ von Si,
das 1953 hier erfunden wurde.

Mit FAU-Professor Müller, Al-
fred Porst von Infineon oder Heinz
Mitlehner, der später am Fraunho-
fer-Institut IISB tätig war, gibt es
noch einige Zeitzeugen, die sich an
die Pretzfelder Jahre erinnern.
Oder eben Ex-Fertigungsleiter
Karlheinz Loch, der eine 53-seitige
Foto- und Text-Dokumentation
über die „Halbleiter für die Stark-
stromtechnik aus Pretzfeld“ er-
stellt hat. Am Ende hat ein Halb-
leiter-Konzern die „Verlegenheits-
lösung“ im altertümlichen Schloss
aufgegeben. Doch die Geschichte
der Leistungselektronik, die hier
maßgeblich mitgeschrieben wur-
de, sollte auch in Frankenkreisen
nie vergessen werden.
> HEINZ WRANESCHITZ

1929 Schottkys Assistent bei Sie-
mens gewesen, und Namensgeber
jener „Selen-Gruppe“, die 1946 im
Schloss einzog, um Schottkys For-
schung nutzbar zu machen.

Die Gruppe schwenkte bald von
Selen auf die in Amerika entwi-
ckelte Technologie mit Germani-
um (Ge) um. Doch Ge-Bauele-
mente eignen sich nicht, hohe
Ströme und Spannungen zu verar-
beiten. „Dr. Spenke setzte im Ver-
trauen auf die Physik und die

mente entwickeln und produzie-
ren lassen.

Zwei Namen prägten in den ers-
ten Jahrzehnten nach 1946 die
Pretzfelder Forschungen. Der eine
war Walter Schottky. Der Physiker
entwickelte ab 1927 die Theorie
der Raumladung bei Metall-Halb-
leiterkontakten, die sogenannte
„Schottky-Barriere“. Und zum an-
deren eben jener Eberhard Spen-
ke, von Mitarbeitenden liebevoll
„Dr. Pretz“ genannt. Er war ab

1954; Si-Bauelemente, die 300
Ampere Strom aushalten 1956; ers-
te Si-Thyristoren 1958; Druckkon-
takt für Gleichrichter und Thyris-
toren 1960.

Das Aus für die einzigartige
Halbleiterfertigung im histori-
schen Gemäuer mit seinen Stuck-
decken-Labors kam erst 2002: Bis
dahin hatte das 1990 aus der eins-
tigen AEG und Siemens zusam-
mengeführte Unternehmen Eupec
hier weiter große Leistungsbauele-

lang: Cabora Bassa, seit 1974) in
Mozambik zu den Verbrauchern
in Südafrika leitet.

Doch auch noch ein paar weitere
zahlreiche Erfindungen, die in den
Anfangsjahren der Leistungshalb-
leiterei im altertümlichen Schloss
nahe der ehemaligen Reichsstadt
Forchheim das Licht der Welt er-
blickten, seien hier erwähnt: Se-
len-Gleichrichterplatten 1952;
Germanium-Gleichrichter 1954;
erste Silizium-(Si-)Gleichrichter

Die meisten Franken denken
heute beim Wort Pretzfeld

(Landkreis Forchheim) an Apfel-
saft von Streuobstwiesen aus der
Fränkischen Schweiz. Dabei ist
eigentlich das Schloss Pretzfeld
wesentlich mindestens genauso
bedeutsam: Das Baudenkmal auf
halbem Weg zwischen Erlangen
und Bamberg wurde erstmals Mit-
te des 12. Jahrhunderts urkund-
lich erwähnt und beeindruckt
heute noch Wanderer in der
„Fränkischen“. Doch welche Ur-
lauber wissen, dass genau dort die
Weltgeschichte der Leistungselek-
tronik maßgeblich mitgeschrieben
wurde? Das Ende der Ära liegt ge-
rade mal 17 Jahre zurück.

Doch wie kam es dazu? Der
Zweite Weltkrieg ist nur ein Jahr
vorbei, als Siemens-Vorstand
Günther Scharowsky die Akten-
notiz Nr. 14 074 schreibt: „Im
Schloss Pretzfeld sind noch ver-
schiedene Räume frei, die für eine
Unterbringung der Selen-Gruppe
Spenke infrage kommen.“ Sie-
mens hatte das Schloss noch zu
Kriegszeiten angemietet gehabt.

Doch nun rechnet Direktor
Scharowsky „jederzeit mit dem
Eintreffen von Flüchtlingen in
Pretzfeld“. Er empfiehlt deshalb,
schnell zu handeln. Denn im na-
hen Hauptsitz Erlangen war kein
Platz für die Halbleitertechnolo-
gie. Aber Siemens hatte deren
grundsätzliche Bedeutung bereits
erkannt.

Historisches Gemäuer

Was aber dann in Pretzfeld
schon in kürzester Zeit gelingen
sollte, war bestimmt nicht so vo-
rausgesehen worden. Georg Mül-
ler, emeritierter Lehrstuhlinhaber
am Institut für Werkstoffwissen-
schaften der Universität Erlangen-
Nürnberg (FAU) sieht in Pretzfeld
„die Wiege der Leistungselektro-
nik“. Mit einer ganzen Reihe wei-
terer Forscher stellt er klar: „Die
Forschungs- und Entwicklungsar-
beiten dort haben Bedeutung von
Weltrang. Sie haben die techni-
schen Grundlagen für die Schlüs-
selbauelemente der Mikroelektro-
nik und der Leistungselektronik
gelegt, auf der die moderne Infor-
mationstechnik und die elektri-
sche Energieversorgung der Zu-
kunft beruhen.“

Fakt ist: Das Schloss diente Sie-
mens zwischen 1946 und 1969 als
das Forschungslabor für Leis-
tungselektronik schlechthin. Und
ab 1970 wurden hier Großleis-
tungshalbleiter gefertigt. Die tun
teilweise ihren Dienst bis heute.
Beispielsweise in der Hochspan-
nungsgleichstromübertragung
(HGÜ), welche die Energie vom
Kraftwerk Cahora Bassa II (bis-

Im Schloss Pretzfeld in der Fränkischen Schweiz findet Forschungs- und Entwicklungsarbeit von Weltrang statt

Die Wiege der Leistungselektronik

BAYERISCHE STAATSZEITUNG NR. 38 WIRTSCHAFT FREITAG, 20. SEPTEMBER 2019 17

Ab 1970 wurden im Schloss
Pretzfeld Großleistungshalblei-
ter hergestellt. Heute noch ist
Silizium das Material für Halblei-
ter schlechthin. Ob für Bauele-
mente verschiedenster Ausfüh-
rung in Umrichtern für Dreh-
strommotoren; ob in Wechsel-
richtern, die aus Solar-Gleich-
strom netzkonformen Wechsel-
strom machen; ob in Geräten,
die Drehstrom zur verlustarmen
Übertragung per Hochspan-
nungsgleichstromübertragung
umwandeln und wieder zurück.
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